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E$ VATd ein Halbleiierbauelement vorgeschlagea das 
ein HelbieitersubsTrat (1) mil cinem oder mehrercn Kon- 
tatcigebieten und einen odor mehrere Aufienan^chtDsse 
(3) umtaBt, wobct dio KontaktbGrdiche des Halbloitoraub- 
strats (1) mh einem jeweiligen Au(^enanschlu& (3) ubar 
wenigstens einen Bonddraht (11, 13, 14) kontaktiert sind 
und das Halbteiterbauelement in einar Prefimasse (4) eirv 
gegoesen ist, und walches dsdurch gckennzelchnet ist, 
daa rrvndastens eihcr der Bonddrahto (11, 13, 14) an einer 
Oberflache (5) der PreSmesso (4) freiliegt und 60 diman- 
sioniert isi, ddB er bei ciner vorgegebenen Stromstirke 
fichmitrt, wobei di© Oberflache (5) derart beschaffen iat 
deB der gecchmolzene Bonddrahl (11, 13, 14) abfli'eSt. 
Bei dcrn Verfahren 2um Horstellen des erfindung&gema- 
I^an Hafbleherbauelements wird der Bonddraht (11, 13, 
14) beim Verbinden des AuBenanschlusses (3) mil dem 
Hatbleitersubnrat (1) so geforom, daS der Bonddraht (11, 
13, 14) ubcr dio Oberflache [5} das Helblcitcrbaualaments 
Dbersteht und beim Vergiel^en des Halblaiterbauele- 
ments in einem PreBwertaeug gegen das Prefiwerkzeug 
druckt. 
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Bc:schreibung 



Die Erfindung bezieht cich auf <nn Halblcilcrbaucloiuent 
und iriKhesonricrc eSncn TTalhlcilcrychallcr mil dcfinierteni 
Verhalten bci cincni Ausfall sowie auf cId \^rfalirert zur 5 
Herstellung cincs solclien Halbleiterbaueleiitents. Ein soN 
cbes Halbleiierbauelentcni uod das zugchorigc Herstet- 
lungsvcifahren isi z. B. aus der DE 44 33 503 Al bckannt 
Halbleiterschalier An<icn hcuic eine imnier raschert Vet- 
brcituDg in dcr Kf^- und Industrie-Elckironitc Die so^c- 10 
nannten "snianen*' Schalter zeicbncn sich dabci durcb um- 
fan^r&ichc, intcgrierto Schuizschalluagen gegen t^berspan* 
nung, Oberslrom und tibcnemperatur aus, so daS in viclcn 
Hllea auf cine zusatzliche Absicherung des Stromkrciscs 
verzichtel wcrden kann. Ein solchtr Bausiein ist z,B. aus U 
Sieniens Components 32 (1994) H. Z S, 47-5U bckannt 

Bci den heute Oblichcn Halblciier-Bauelcmanicn in Gc- 
hauscn xnit hancr VcrjuCmassc (z. B . fDhri cine ex- 

treme t)berlastung im aUgcmein«n zu eincin cxplosionsani* 
gen Platzen des Gehauses und daniil zu cincr Bonddrahl- 30 
/Stromkrtis-Unierbrediung. Es gibt in dcr Praxis aber einen 
sehr weitcn islrombcieich, in dem cs nach tiucni V;rsagcn 
des Scballcn rwar zu eineni Schmelzoi des Bonddrahies 
kommt, in dem durcb die Prefimasse gebildeten Kanal aber 
rur undcfinicrbar lange Zeilen eine Icilfahigc Verbindung 2S 
aus flQssagem Aluminium bestehen bleibi, Im Extrcmfall isl 
der Enetgicumsalz bei durchlegtertcm Cbip so bocb, daS fur 
mehrere Sekundcn eine offene FlamnK am Baustdn ent- 
steht - trotz der eigebdich nicbt eotfiammbarco PreBmasse. 
Eine definiertc Auslosecharakterisdk im Sinne ciner 30 
Scbmelzsicbcrung isl damit nicht gegebco. 

Gerade bei sicherhcitsrelevancen AnwenduogcD im K£z« 
Bereicb stellt dies jcdoch eioeo erheblichen Nachteil dar 
und beeintruehtigt den Hnsatz $olcber Bauelemente, da 
sinarte Schalter zwar geschUtzt sind, aber in dem - weno 
aucb unwahrscheinlichen - Fall. daB der Schalier docb ein- 
mal versagl, die Situation nicht vorhcrsagbar ist und damit 
aucb keinc gccigneien Gegenmafinahmcn eingeplant wer- 
den kiJnncn. Mit anderen Wortcn, cs isl beim heuiigen Stand 
der Technik cin dcfinicjies Sicbervngsvcrhalicn (=: Unter- 40 
brecliung des Stromfcreises) beim Vfcrsagen cincs Bauele- 
mcnts der genannten An nichl gewUhdcistct. 

Aus der £P 05 10900 A2 sowie EP 03 64 981 A2 sind 
Methoden bckaoal. eine definierte SichcrUngscharakteristik 
bei Halbleitcrbauelemenlen zu erzielen, die jedoch herstel- 45 
lungsmSBig zusatzlicbe Scbrittc erfordcm. 

Aufgabc der voriiegenden Erfindung ist es dahcr, auf cin- 
facbc Wcisc ein Halbleiterbauclcment mit definiencr Sicbc- 
rungscbarakleiisdk bei einem Ausfall zu schaffen sowie cin 
Herstellungsverfahren dafUr anzugoben. SO 

Diese Aufgahe wird errdchl mit einem Halbleitcrbauele- 
mcni gcmaB Anspruch 1 und einem HerstcUungsverfabreo 
gcmiifi Anspruch 9, die Unteranspriichc bcziehen sich auf 
bcvorzugie Ausfuhmngsfonnen der Erfindung. 

Die ertindungsgcmaAe L&sung des Problems bcslchl SS 
darin, den Oder die BonddrShic zwiscben einem Komakibe- 
rcjch auf dcm Halblciienubstrat und dem AuBcnsnschlu£ 
Oder die AnschluBpins des Bauelemcnts als Schnieizsiche- 
rung zu verwendcn, dabei aber durcb gczielte konsiruklivc 
Gestaltung fur eine definiertc Auslosecharaktcrisiik zu sor- 60 
gen. 

ErfindungsgemaQ wild dazu die Drahifuhrung so gcsial- 
let. daB der Eonddrabt an cincr Stelle an die Obcrflache der 
PieBmassc iritt, so daS cin Abschmclzen de$ Draliies mOg- 
lich ist und die Bildung cincs Icitfahigcn Kanals aus flussi* 6S 
gem Metal I inncrhalb des Gehiiuscs vcrmieden wild. 

Ein Halblciierbauclcmcnl gcniaB der voriiegenden Erfin- 
dung. das cin Halbleitersubslrat mit einem oder niehrcrcn 



Kontaki gebieten und cincn Oder mchrere AuOcnanschiilsW 
umfaBl, wobci die Kontaktbcrdcbc des Halblcitcrsubstrais 
mil einem jewciligcn AuficnanschluQ tlber wcnigstcns einen 
Bonddroht kont^klicn rind und das Halbldtcrhauelemeni in 
ciner PreBmasse cingcgosscn ist ist dadurch gekennzeich- 
nei, daB niindestens cincr der Bonddrilhlc an cincr Oberfla- 
cbe der PreBmasse fretliegi und so dimcnsionicrt ist, daB cr 
bci cincr vorgegebenen Stronist&rkc schmilzi, wobci die 
Obcrn&cbe derarl beschaffca ist, daB der gescbinolzcne 
Bonddraht abflicSu 

In eincr bcvorzugicn AusfDhrungsform weisi bci dem cr- 
AndUDgsgcmiiBen Halbleilerbaudcmeni die ObcrflSche der 
PreBmasse eine Vcrticfung oder eine Kerbe Oder an eincr 
Kame eine Sickc auf, in der mindesiens cincr der Bond- 
dr&hte frcilicgL 

Vorzugswcisc unifaBt minilestcns dncr der Bonddrahlc 
cincn crsien und cincn zwcitco Bonddraht*Abscbnitl, die 
ubcr cine Zwisehcninscl mitcinaodcr verbundcn sind» wobci 
der Bonddrahi-Abschniu freiltegt, der mit dem Aufieoan- 
schluO verbundcn isL 

Um cin Schmelzen bci groBcm Strom zu gewahrleisicn, 
wird der Drahiqucrschniii der Bonddrahle der gewOoschlcn 
Sichcrungscharakieristik angepaSL 

Wegen der gcringcn DrahtquerschoiUc und dem niediigcn 
Schmelzpunkt (ca. 660*0 ^ ia tier Lcistungselcktiunik 
allgemein verwcndoien Bonddroht-Moterials Aluminium 
dgnen sich die Bonddrfihie bcsonders vorteilliafl als 
Schmelzsicberung. 

Das zugchorige erfindungsgemSBe \%rfal)reD zum Hcr- 
stellen eincs Halbldterbauelemcnts* das dn Halbleitersub- 
stxat mit einem oder niebrercn Kontakigebieteo und dncn 
oder mehrerc AuScoanschlilsse umfaBi, wobd die Koniaki- 
berdcbc des HalbleiiersubsUals mit einem jewciligcn Au- 
BenanschluB ubcr wenigsien* docn Bonddraht kontaktiert 
dnd, mil den Schritten: Bcfestigen des Halbleiicisubstrats 
an dncr Grundstruktur. Kontakderen der Kontaktbcrciche 
des Halbleitersubsuats mit einem jewciligcn Aufienan- 
scbluB.mit wcnigstens einem Bonddraht und Vergicficn des 
Halbldterbauelentents mil cincr PreBmasse in dncm Prefi- 
werkzeug, so dafi das Halbldtcrsubstrat hermetisch cinge- 
scblosscu ist, ist . dadurch gckconzeichnet, daB . der Bond- 
draht bcim Verbinden des AuBcnanschlusses mil dcm Halb- 
Icitcrsubstrai so gefonrut wird. daB der Bonddr^l uber die 
ObcrflSche des Ha!bldterbauclement$ (Ibcrstcht und beim 
Vcr^eBen gegcn das PtcB werkzeug drUckL 

iSc Erfindung witd zum besseren VcrstSndnis im folgeo- 
den unter Angabc von weitcren Mcrkmalcn und Vwiidlca 
anband von zeichncriscb dargesiellien AusfUhrungsbciS|ne- 
Icn niilier erUtutcrt. 

Fig- la und lb zeigtdcn Aufbau einer Ausfuhrungsform 
des erfindungsgemSBen Halbldtcrbauelemcnis im Quer- 
schniu bzw. in DraufsichL 

Fig. 2 zeigl den Aufbau einer wcilcrtn Ausfuhrungsform 
des erfindungsgcmfiflcn Halbldtcrbauclemenis im Qucr- 
schnilU 

Ffg. 3a und 3b zeigt den Aufbau einer wcitcrcn Ausfuh- 
rungsform des criindungsgcmaBcn HalbleitcrbauclemeniS 
im Querschniti bzw. in Draufisicht. 

Fig, 4a und 4b zcigi den Aufbau dncr weitercn Ausfiih- 
rungsform des erfindungsgcmaBen Halblciicrbauelemcms 
im Querschniti bzw. in Draufsicbt. 

Fig. 5 und 6 zeigen den Aufbau Jewells eincr weitercn 
AusfUhrungsfonn des erfindungsgcmaBen Halblciierbauele- 
menis in Draufsichi. 

Fig, la zcigi cine crslcn Ausfuhrungsform des crfin- 
dungsgemaflcn Halblciierbauelemenis im Querschnilt, Das 
dargestcllic Halbleiierbauelemcnt umfaBtcin Halblciicrsub- 
strai 1, das dirckt clcktrisch icitend oder uber einen (nicht 
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daiEcsiclUen) Isolator an cincin LcUerrahiiKD biW. Lcad- 
frtJiic 2 bcfftSli^ isl. An das Halbleiiewubstrat X wird ubcr 
AuScnnnschlufise 3 cino Spanoung angolcgt, bzw. cs wird an 
rietri Hathleiierwlwirat 1 cine Spannung iiber die AuBcnan- 
schlusse 3 abgegriffcn. Die AuBcnanschUlsse 3 werden mil 5 
(nichi dargestelllen) Konlaklbcreichcn auf dcm Halbleitcr- 
substral 1 Ubcr BonddrShte 11 veibundcn. 

Zm\ SchuM dcs HalbJeiiersubsirais 1 und dcr Bonddriihte 
11 wird dcr gcsamic Aufbau des Baiieiemenis jnit seinen 
AuBcnanschlusscn 3 in cincr IVcBmossc 4 cingcgosscn. Die 10 
PreBiuofise 4 ist dazu zun^chst Aussig und hanet nach einer 
gegebenen Zeit aus, $o daS sic die dann eneichie Form bei- 
behait. Die Fonu der Pr«Bniasse 4 wird durch ein PreBwerk- 
zeufi bcsiinimu Das PrcBwcrkJjeug gibt die Oberftache 5 der 
PrcBinasse 4 am Ende des AushJlnq^rozcsses vor. i5 

ErfindungsgemaUJ wird bei der Herstellung dcr Aferbin- 
dung von den Koniakiboreichcn auf dcm Halblciicrsubstrat 
1 mil den AuBcnanschlusscn 3 ubcr jcwcib mindcslcns ci- 
nen Bonddrahi 11 der Bonddrahi zu einem Bogcn bzw. 
Bond-l^p 6 gebogen, dcr elwas iiber (Me spatere Obcrfla- 20 
che 5 der Pr«fima£se 4 hinausgezogen isl, Der Loop 6 ist in 
Fig* la gesirichell so dargestellt, wie cr vor dem Anprcsscn 
durch das PreBwa kzeug geformi ist. Bcim Umpressen des 
Baustcins lederi der Loop 6 gegen das (nichi dargeslclUe) 
PreBwcrfcccug, so daB dcr BondUwhl 11 sichcr iio der Prefi- 25 
mDSScn-OberflKche S des fertigen Bouieils zu llcgen komnit 
Bcim Ausbirtcn bleibt der Bonddrahi 11 in Kontaltt mit dem 
Prefiwcrkzeug und Uegt bei dem fertigen Bauieil also sicher 
frei an desscn Oberflftche 5. Schrailzl nun der Bonddraht 11 
bei t)berlastung und Versagen des Bauelementes, so kann 30 
das Metall aus dner Oflfnung 7 in dcr PrcSmasse 4 ausireien 
und die elektriscbe Vcrbindung za den Koniaktbercicbco aul 
dcm Halbleitcrsubstrat 1 unterbrechen. 

Die Qberflacbe 5 des Halbldurbauelcmenis ist in Drauf- 
sicht in Fig- lb dargestellL Die Ausdehnuog des Halblcilers 35 

I in der PreBmasse 3 ist gesirichell gezeigt. Am obcrcn Endc 
der PreBmasse 3 schlieBt sich der Lcadframe 2 an, dcr als 
Befestigung und Kiiblkorpcr dienL Die unten in der Fig. lb 
gezeigteo AnBenanschliisse 3 enden in der PreBmasse 4 
"blind" uod sind flber - icilweise gcstrichelt dargcsiclllc - 40 
Bonddrffliic 11 in der Vergufimasse 4 mil Koniaklbereidicn 
auf dem Halbleiiersubsurat 1 veibunden. Die Bonddrahie 
ireien in Offnungcn 7 aus der PreBmasse 4 an die Oberftache 
5 und liegen frei. So ist sichergesicllt, daB bei einem 
Schmelzcn des Bonridrahtes 11 aufgrund eines zu groBcn as 
Stromes das fliissig gewordcne Meiall abftieBen kann und 
somil die Verbindung von den AuBenanschliissen 3 zu den 
Kontaktbexticben des HaJblciters 1 sofort unteibrochen 
wird. Dadurcb wird cine Bcschadigung andcrcr Baudc- 
nienie zuverlassig vermieden. SO 

In der in Fig. la und lb gezeiglen AusfDlirungsfomi der 
Erfindung ist die Oberftache 5 des Bauelemenls eben, und 
die Loops € UTCien in der obercn Ebene in Fig. la und lb an 
die Oberftache. Sl&rl jcdoch bei besiimmien Anwendungen 
die "Komakisielle" an der Bauteil-Oberflfiche 5 - beispicls- 55 
wcise bei eincr Fixicrung dcs Bauicils mil mciallischen FCr 
dercUps - so kann die Ausmtisstdle 7 des Bonddrahies U 
auch in cine Vcnicfung 8 in dcr ObcrQachc 5 gclcgl werden. 
Einc solche Ausluhrungsfonn isl in Fig. 2 dargesicUl. Dabci 
kann als Venicfung z. B. einc Auswerfer-Marke des Bauelc- fio 
menis vcrwendet werden, was den Voneil hai. daB kein zu- 
saizlicher Ffenigungsschritt crfordcrlich wird. 

Eine wcitere Ausfubrungsform dcs crfindungsgcmaBcD 
Halbleiicrbauclcnienis isl in Fig, 3a und 3b gezeigt. Da die 
Baulcilc in dcr uberwicgcndcn Anzahl dcr Fiillc cnr wcdcr in 65 
horizontaler oder in veriikaler Position eingebaui werden, 
kann cs sein, daB ini Falle dcs Schnielzcns des Bonddrahtes 

II das fliissige Metall nicht abflieBt, da die Stelle, an der dcr 
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Draht 11 schnitlzt, an einer tiefcten Portion ais die tJmgc- 
bung licgL (Das Bauclcmcnl isl m Fig« 3a in **horizontaler*' 
Lage gezdgt; "verukar bedouiet, dafi das Baueleroent um 
cine scnkrecht 7air Zeichenehene in Fig. 3a sichcnric Achse 
um + Oder -90* gcdrdit wird,) Das halte zur Fdgc, daB dcr 
Stronipfad nicht wie gewunschi unterbroclicn wird, Bei dcr 
in Fig. 3a und 3b gezeiglen Ausftihruogsfonn wird dicscr 
Fall durch cine gccigncl gclbmilc Sickc 9 in dcr PreBmasse 

4 vermieden. Die Sicke 9 hat im wesentlichen die Form ed- 
ne5 Viertdkreises und ist an einer Xante des PreBmasse 4 
angcordnct. Daduich wird sowohl bei horizontalem als auch 
bd vcnikalcm Hnbau dcs Bauclcmcnts ein Ablaufcn dcs 
ftiissigen Metalls sichcrgestellL dcnn in beiden Fallen beftn- 
del sich die Off nung 7 in dcr Obcrflachc, an der der Bond- 
draht 11 nacb auSen trill, in dcr Mine eincr gcneigien Fla- 
che, so dafi ftussiges Metall vom Bonddraht 11 ungehindert 
abftieBen kann. 

aus dcr Drauf^cht in Fig. 3b hcrvorgchl, kann die 
Sicke 9 auf cincn Tcil der PreBmasse bcsehrankt sein, d. h. 
die Sicke 9 muB sich nicht ttber einc ganzc Kantc erstrcdcen. 
Auch bei Erstrcckung dcr Sicke nur uber einen lUl der 
Kantc dcr PreBmasse ist jedoch dnc Unterbrcchung des 
Suximpfades bei nahczu beliebigcr Bnbaulage gewahrlm- 
slet ... ' 

Bne weiiere AusftlhrungsTomi dcr Erfindung i$i in F$g» 
4a und 4b gezeigt. Siau einer Verdefung 8 in der Oberftilchc 

5 wie ID Fig. 2 ist in der Ausftlhrungsfonu nacb Fi& 4a und 
4b eine Kerbe 10 in dcr Oberftache 5 vorgesehen, die im 
Querschniti einen Halbkreis darsiellL Anderc Fonnen des 
Qucrschnitla dcr Kttbc 10 wie die cincs Dreiecks sind cbcn- 
falls moglich. In Fig- 4b ist die Kcrbe 10 in einem imieren 
Driuel des Gehftuses bzw, der PreBmasse 4 angcordnct dar- 
gestellL Die Ictzlcodlicb gcwahltc Lagc dcr Ketbe 10 b&ngt 
dabei von den genauen Voigoben dcs Gdmuscs ab, d. h. da- 
von, ob cs ein Gchausc vom TVp TO-^^AB, TO-220AA, 
TO-220C SOT-186 o. tt. ist. 

IXc Erfindung isl auch anwcndbar bei Hochstrom-TVansi- 
storen, bei denen ein AnschluBpin 3 mil mchrcren Bond- 
drahtcn 11 mit Konlaklbcreichcn auf dem Halbleitcrsubstrat 
1 vcrbuodcn ist Daher sind in Fjg» 3b und 4b mchrcie Bond- 
drablc U gezeigt, die von einem AuBcnanschluB3 mit meh- 
reren Konlaklbcreichcn auf dem Halbleiter verbunden dnd. 

An der thennisch hoch belasteten Kontaktft9che zwischen 
Bonddraht 11 und PreBmasse 4 bcstcfal die Gefahr des &n- 
dringens von Fcucbligkcit in das Bauelement Daher wird in 
dcr Ausfubrungsform nach Fig* 5 ein Zwischcnschritt bei 
der Verbindung dcr Kontaklberciche des Halbleiiers niit den 
AuBenanschliissen voigcschon. Dabei weisl der oder die 
Bonddrahte U einen cxsten Bonddraht-Abschnitt 13 und ei- 
nen zweiten Bonddraht-Abschnitt 14 auf. Der erste Bond- 
drahl-Abscbnitl 13 wird vom AuBenanschluB 3» dcr zweilc 
Bonddraht-Abschnitt 14 wird vom Chip 1 auf cine Zvd- 
schcninsel 12 im Lcadframe 2 gczogcn. Diesc Zwiscbenin- 
sel 12 kann auch ein unbenutzter AnschluBpin 3 sein. Ein 
Vordringen von Feuchiigkeit zum Chip 1 wird damit sichcr 
vermieden: die Feucbiigkeii kftnme sich, wcnn Ubcrhaupi, 
nur zwischen dcm cigcnilichen AuBcnanschluB 3 und der 
ZwJscbeninsel 12, d. h. am ersten Bonddrahl-AbschniU 13 
ausbreitea 

Gerade bei Bausteinen mit mehreren, im allgcnicincn 
audi unierscbiedlich langen Bonddrahien 11 zwischen 
Halbleiier 1 und AuBcnanschluB 3 kann die Hnsicllung ri- 
ncs dcrinicrlcn Ausltiscstroms, d. b. cincs Stromes, bei dem 
die N^rbindung unterbroclien wird, problcniatisch sein. Die 
AusfOhrungsfonn mit dcr Zwischcninscl 12 nach Fig. 5 cr- 
moglicht aber eine sehr ftexible Losung. Dazu werden die 
Bonddriihte 14 vom Chip 1 auf die Zwischeninsel 12 gezo- 
gcn, von dori kann dann nur ein ~ entsprccbend der ge- 
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wUnschicn Ausltisecharakurisiik diinensionierter - Bond- 
dralit 13 vcn der Zwischcninsei 12 zxiui AuDcnanschluO 3 
gczogen werdcn. 

Rrrcicht ricr Gcsainlquerschnill des odcr der HonddrShic 
11 cincn Qucr^hnitt, der ein S^chiuclzen erst be! sebr groBen 3 
Siroiiistarkcn ^uliiBu isles auch moglich, das erfiodungsge- 
niaGc SidKrungsvcrhalicD direlcidurch cinegezielie ScbwS- 
chun« 15 dcs odcr der AuKenanschiiissc 3 gem^ Fig. 6 zu 
crrcichcn. l)u/u wird der AuBcnanschluB 3 an ciner vorg^ 
gcbcncn Slollc in cincni vorgcgcbcoen MaB wic in Fig. 6 gc- 10 
zcigt ill I QuL-rschnili reduzierL Das MiiB der Rcduzierung 
dcs QuLTSchnitis dcs AuScnanscblusses 3 an der Scbwg- 
chung 15 hungi dabci von deni niaxinial zulassigen Strom 
sowio cIlmii iDr <lcn AuGonanschluB 3 vcrwendelen Mateiial 
ab. IS 

Paicniansprilche 

1 . 1 lulSlcitcrbuuclcnicnt. das ein Halbleiiersubstrat (1) 
mil cincni <ktcr nichrcrcD Kontatagcbicten und einen 30 
odcr ntchrva* AuUcnanschltlsse (3) umfaQt, wobei die 
Kontukiboivichc (tCN iTalbleiteisubstrals (1) mit dnem 
jcwoili|:cn AuBcnunschluB (3) tiber wenigsiens ^cn 
Bonddrahi (J I. 13. 14) kontakliert sind uad das Halb- 
leiicrhauvlcnicnl in cincr Pkt^Buiasst; (4) eingi^ussen 2S 
isi, dttdurch- }*ckcniizcicbRCt, daB xnindestens cdner- 
dor UonddrUhic ( 1 1, 13. 14) an dner Qberflficbe (5) der ■ 
PrcBniassc (4) frcilicgl und so dimensioniert isw daQ cr 
bci cincr vorgcgcbcncn Stiomstarke schmiJzl, wobei 
die Obcrfluchc (5) dcran bescbaffbn ist, daB der ge- 30 
schnioJ/cnc lionddrahl (11, 13, 14) abfUeBL 

2. Halhloticrbjuclcment nach Ansprucb 1, dadurch ge-. 
kiinn/cichnci, lUiB die Obcrflocbc (5) der PlrcBznasse (4) 
eine Vonicrung (8) aufweist, in der xnindestcns einer 
der Bortddrahlc (11, 13, 14) freilie^ W 

3. Halblciicrbauclcnient nacb Ansprucb 1, dadurcfa ge- 
kennzcichnct, dafi die Oberflfiche (5) der I^masse (4) 
cine Xcrhc (10) aufwcist^'in der nundestens einer der 
Bonddnihic (11. 13, 14) freiliegL 

4. Halblcitcrbauelemeat nach Ansprucb 1, dadurcbg^• 40 
kcnnzeiclwcu daB die OberftSchc (5) der Preflmassc (4) 
cine S'tckc (9) an cioer Kante aufweistt in der mi ode- 
stens einer der Bonddiitbte (11, 13, 14) freiliegL 

5. Hatblcitcrbuuclemenl each Ansprucb 1. dadurch ge- 
kennzeichnd, daB mindcstcns einer der Bonddrllhte AS 
(U. 13, 14) cinen ersien (13) und einen zwdtcn Bond- 
draht-AbschniU (14).&uiSveist« die Uber cine Zwischen- 
insel (12) niiicinandcr verbunden sind. wobei der 
Bonddrahi-Abschnitt (13) fircilicgt, der mit dcm Au- 
BenanschluB (3) verbunden isL 50 

6. H^iIblcilcrbflticJcincnt nacb dncm der vora'ngcben* 
den Anspruchc. dadurch gekennzcichnet, dafi der 
Di^htdurchmcsser der BonddrShtc (11, 13, 14) kleiner 
alsetvi^a ^(X)pm ist. 

7. Halblcitcrbaueicincnt nach cincm der vorangehen- S5 
den AnsprUche, dadurch gekennzeicbncL, dafi die 
BonddrShic (11, 13, 14) aus cincm Maicrial mit niedri- 
gem Schnielzpunkt bectehen. wobei der Schmelzpunkt 
insbesondcrc bei ca, 660**C' liegL 

8. Halblciicrbauelcmcnioach Ansprucb 7, dadurch ge- 60 
kcnnzeichnel, daB das Bonddrahl-Maicrial Aluminium 
ist 

9. Vcrfahren zum Hcrsicllcn eines Halbleiierbauele- 
ments nach cinem der Ansprikrbe I bis 8, das ein Halb- 
Iciicrsubsu^t (1) mit cincm odcr mchicrcn Konlaktgc- 65 
bieien und einen oder mchrere AuBcnanschlUsse P) 
uinfaBu wobei die Koniaktbereichc des Halblcilcrsub- 
strais (1) mil einem jewciligen AuBenanschluB (3) tlbcr 



wcoigsiens einen Bonddrahl (11, 13, 14) koniakjicn 
si nd, mil den Schriuen: 

BefcsUgCQ dcs Halbleitersubslrau (1) an einer Grund* 
oruktur (2), 

Koni&ktiereD der Xontaktbereicbe des Halblciiecsub- 
suats (1) mil einem jewciligcn AuBenanschluB (3) rait 
wenigsiens einem Bcaiddraht (11, 13, 14)« 
VergieBen des Halblciterbauelenicms in einem PrcB- 
werkzeug mit ciner PreBmassc (4), so daB das Halbld- 
tcrsubsu^ (1) htrnielisch cingeschlossen ist, dadurch 
gekennzeichnO, dafi 

der Bonddraht (11, 13. 14) bcim ^%rbinden dcs AuBea- 
anschlusses (3) mil dcm Halbleitersubstrat (1) so gc- 
fonni wird, daB 

der Bonddraht (11, 13, 14) Obcr die Oberfliiche (5) dcs 
Haibleiterbauclcments Oberstcht und beim "^rgieSeo 
gegen das Prcflwerltzcug driJckt 
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